ROMANIA

(19) OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENTII $1 MARCI

an RO 137521 A2

Bucuresti

51) Int.Cl.

DO6M 10/08 2°°61)-
HO1L 21/16 2006.00)

(12) CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21)  Nr.cerere: A 2021 00770
(22) Data de depozit: 09/12/2021

(41) Data publicarii cererii:
30/06/2023 BOPI nr. 6/2023

(71) Solicitant:
* INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEXTILE Sl PIELARIE - BUCURESTI,
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR.16,
SECTOR 3, BUCURESTI, B, RO

(72) Inventatori:
* AILENI RALUCA MARIA,
PIATA VOIEVOZILOR NR.25, BL.A12, ET .4,
AP.18, I1ASI, IS, RO;

+ CHIRIAC LAURA, SOS. PANTELIMON
NR.291, BL.9, SC.A, ET.9, AP.35,
SECTOR 2, BUCURESTI, B, RO;

+ TOMA DOINA, STR.LT. AUREL BOTEA
NR.9, BI.B5, SC.1, AP.15, SECTOR 3,
BUCURESTI, B, RO;

+ UDREA GHERGHINA, STR.DELFINULUI
NR.6, BL.42, SC.3, ET.9, AP.185,
SECTOR 2, BUCURESTI, B, RO

9 SEMICONDUCTORI TEXTILI PENTRU APLICATII
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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un procedeu de realizare a unor
semiconductori textili pe baza de suport textil tesut
peste care se depune o pelicula de acoperire pe baza
de alcool polivinilic si microparticule de Cu si Al sau Cu
si grafit, semiconductorii avand aplicatii in electroteh-
nica sau electronica. Procedeul de obtinere a semicon-
ductorilor textili conform inventiei are urmatoarele
etape:

a) obtinerea a doua pelicule polimerice:
pelicula polimerica B obtinuta din 175...80% PVA de
concentratie 2...10%, 10...15% microparticule de Cu cu
dimensiunile < 45 pm si 15...5% microparicule de Al si
pelicula polimerica C obtinuta din 50...52% solutie PVA,
7..2% microparticule de grafit, 29...31% etanol si
14...15% microparticule de grafit si Cu cu dimensiunile
<45 pm, peliculile polimerice fiind obtinute prin ameste-
carea componentelor celor doua compozitii de pelicule
B si respectiv C, cu un agitator mecanic timp de 5...10
minute,

b) depunerea compozitiei peliculelor B sau C
pe suprafata textila A realizata din bumbac 100%, prin
raclare sau prin peliculizare, urmat de reticulare contro-
lata, utilizdnd un sistem de incalzire pe baza de rezis-
tente electrice, la o temperatura cuprinsa intre
105...120°C timp de 10...15 minute, ulterior pregatirii
substratului A prin fierbere - albire si clatiri succesive,
procedeul conducénd la obtinerea unor suprafete cu
proprietati conductive de 10°...10" Q, care sunt des-
tinate realizarii electrozilor textili utilizati in electronica
si electrotehnica.

Revendicari: 5
Figuri: 1
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Data denozit ... 0.3.:12: 201 | DESCRIERE

Semiconductori textili pentru aplicatii in electrotehnici

Inventia se referd la un procedeu de realizare a unor materiale semiconductive pe baza de
suport textil tesut si compozitia chimicid a peliculelor de acoperire, pe bazd de alcool
polivinilic si microparticule de cupru si aluminiu, respectiv microparticule de cupru i grafit,
cu proprietdti semiconductive, destinate realizdrii de electrozi textili, sau componente
semiconductoare pentru electronica. Materialele semiconductive sunt obtinute prin aplicarea
unei pelicule conductive B (pe baza de matrice polimericd alcool polivinilic (PVA) cu
continut de microparticule de cupru si aluminiu) sau C (pe baza de matrice polimerica alcool
polivinilic (PVA) cu contfinut de microparticule de cupru si grafit) pe tesdtura A din bumbac
100% prin procedeul raclérii sau peliculizérii. Astfel, pe tesatura A se poate depune prin
raclare sau peliculizare:

-0 pelicula subtire B din pasta conductiva pe baza de matrice polimericd PVA, apa distilata i
microparticule de Cu (cu dimensiuni < 45 pm) si Al, urmati de reticulare la temperatura de
105...120° C timp de 10...15 minute, ulterior pregatirii, constind in fierbere-albire i clatiri
succesive;

- 0 pelicula subtire C din pastd conductiva pe baza de matrice polimericd PVA, apa distilata,
etanol si microparticule de Cu (cu dimensiuni < 45 pum) si grafit, urmata de reticulare la
temperatura de 105...120° C timp de 10...15 minute, ulterior pregatirii, constand in fierbere-
albire si clétiri succesive.

In literatura stiintifica de specialitate este des mentionatd utilizarea materialelor textile
conductive pe bazi de fibre conductive cum ar fi: carbon, aur, inox, argint sau cupru, pentru
realizarea textilelor inteligente [1, 2] care confera protectie contra radiatiilor electromagnetice
[3, 4] sau genereazid disiparea energiei electrostatice [5, 6, 7, 8]. De asemenea, sunt
mentionate tratamente prin spraiere, electroplacare, sputtering, plasma, metalizare in vacuum,
depunere chimica in faza de vapori (CVD) [9, 10] sau imprimare utilizind paste cu continut
de metale sau polimeri conductivi.

La nivel mondial existd brevetele US7348645B2, US7022917B2, US20050029680A1,
US7862624B2 si US7592276B2 care prezintd inventii ale unor materiale pe baza de straturi
tip metal-izolator [11], metode de conectare a unui conductor textil la componente electronice
[12, 13] sau materiale conductive pe baza de nanoparticule [14] utilizate pentru realizarea

textilelor inteligente [15].
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Suportul textil A se realizeaz3, prin tesere pe masini de tesut conventionale, si are in urzeala
fire cu densitatea de lungime 50x2 tex din 100% fibre de bumbac si in batitura fire cu
densitatea de lungime 50x3 tex, din 100% fibre de bumbac cu desimea in urzeala 275...285
fire/10 cm, iar in batatura 95...105 fire/10 cm, cu legitura rips de urzeala 2/1. Masa pe
unitatea de suprafata a tesaturii B este cuprinsa intre 460 si 462 g/m?.

Procedeul de realizare a materialelor semiconductive, conform inventiei, se compune din
operatiile de pregatire a suportului tesut A constand in curétare alcalind si albire, operatia de
depunere a peliculei subtire B din pastd polimerica pe bazi de PVA si microparticule de Cu si
Al sau a peliculei C pe bazia de PVA, etanol, microparticule de Cu si grafit, prin procedeul
raclarii sau peliculizarii pe fesdtura A si operatia de reticulare la temperatura de 105...120° C.
Operatia de pregatire a tesaturii A prin procedeul de epuizare, se realizeaz3 la un raport de
flota de 1:5...1:10, constand in curatare alcalin cu o solutie care contine 8...10 g/L hidroxid
de sodiu 50%, 2...4 g/L carbonat de sodiu, 1..2 g/L agent tensioactiv de udare — spilare
neionic, la temperatura de 95...98° C, timp de 60...90 minute, clatiri succesive cu apa fierbinte
si caldd, albire cu 10...20 mL/L apa oxigenatd 30% p.a., 2...4 g/l hidroxid de sodiu 50%, 1...2
g/L agent tensioactiv de udare — spalare neionic, 0,5...1 g/l agent de stabilizare a apei
oxigenate, la temperatura de 95...98° C, timp de 60 minute, clatiri succesive cu apa fierbinte si
calda, neutralizare cu 0,5...1 ml/l acid acetic 60%, uscare prin convectie sau prin activare
termicd controlatd timp de 30...60 secunde in cAmp de microunde generat de un generator de
inalta tensiune la frecventa de 2,4 GHz si puterea de 700W.

Operatiile de pregiatire a suportului tesut A constdnd in curitare alcalina si albire au ca
scop stabilizarea dimensionala, indepartarea insotitorilor naturali si tehnologici ai fibrelor si
tesaturii, imbunatatirea hidrofiliei si capacitétii de absorbtie a pastei conductive, astfel incét
suportul textil A sd devina o suprafatd de contact stabild si curatatd in profunzime, la care
pelicula B, pe bazé de matrice polimerica din PVA, ap3 distilati, microparticule de cupru (Cu)
si aluminiu (Al), sau pelicula C, pe baza de PVA, api distilata, etanol, microparticule de Cu si
grafit, sd adere mai bine, in strat continuu la suprafata tesaturii A si si asigure un nivel al
rezistentei electrice de suprafata cuprins intre 10°...10” Q (specific semiconductorilor) in cazul
depunerii pe suprafata tesaturii A a peliculei B sau C.

Operatia de realizare a semiconductorilor textili consti in:

-depunerea peliculei B sau C pe bazid de PVA si microparticule (Cu si Al, respectiv Cu si
grafit), prin procedeul raclarii sau peliculizarii pe tesitura A, urmata de reticulare controlati
utilizdnd un sistem de incélzire pe baza de rezistente electrice, la o temperatura de 105..\. 120

°C, timp de 10...15 minute.

b
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Obtinerea peliculei conductive B sau C pe bazid de matrice polimericd PVA, apa
distilatd, microparticule de Cu si Al, respectiv a peliculei C pe baza de PVA, etanol,
microparticule de Cu si grafit, se realizeaza prin reticulare la temperaturi de 105...120° C,
timp de 10...15 minute, prin convectie, de preferintad utilizind un sistem de incilzire cu aer

cald pe bazi de rezistente electrice.

Inventia prezintd urmaitoarele avantaje:

- prin procedeul de raclare sau peliculizare se pot obtine materiale semiconductoare pentru
electrozi textili sau componente semiconductoare pentru electronica;

- datoritd reticuldrii termice, pelicula B sau C ( pe bazad de PVA) se fixeazi pe tesitura A si
permite obtinerea de materiale semiconductoare avand o rezistenta de suprafatd cu valori
cuprinse intre 10°...107 Q.

- datorita peliculei B pe bazd de matrice polimerici PVA, apa distilatd si cu continut de
microparticule de Cu si Al, suprafata textild devine electroconductivd dupa reticularea la
temperatura de 105...120 °C timp de 10...15 minute.

- datorita peliculei C pe bazd de matrice polimericd PVA, api distilat3, etanol si cu continut
de microparticule de Cu si grafit, suprafata textild devine electroconductiva dupa reticularea la
temperatura de 105...120 °C timp de 10...15 minute.

- datoritd continutului de microparticule de cupru cu dimensiuni mai mici de 45 um, de
aluminiu sau grafit, materialul semiconductor poate fi utilizat la realizarea unor electrozi
textili sau pentru alte aplicatii in domeniul electronicii.

Caracterul de noutate al inventiei consta in aceea c3, pelicula B sau C obtinuta pe baza
de matrice polimericd PVA, apa distilat3, etanol si microparticule de Cu, Al si grafit este
aderenta la suprafata fesaturii A si reticuleaza la 105-120° C dupa 10...15 minute, prezentind
valori ale rezistentei electrice de suprafafi specifice materialelor semiconductive (10°...107 Q)
cu potential de utilizare pentru aplicatii in electronica si electrotehnica.

De asemenea, caracterul de noutate constd §i in utilizarea pentru realizarea
materialului compozit a peliculei B sau C pe bazi de matrice polimerici PVA si
microparticule de Cu in combinatie cu microparticule de Al sau grafit, depuse prin raclare sau

peliculizare pe suprafata fesaturii A.
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REVENDICARI

1. Compozitia peliculei polimerice B caracterizeazd prin aceea cid este obtinut din
175...80% solutie de PVA de concentratie 2...10%, 10...15% microparticule de Cu, avand
dimensiunile mai mici de 45 pm, si 15...5% microparticule de Al.

2. Compozitia peliculei polimerice C caracterizeazi prin aceea ci este obfinut din 50...52%
sol PVA, 7...2% microparticule de grafit, 29...31% etanol, 14...15% microparticule de grafit si
Cu, avand dimensiunile mai mici de 45 pm.

3. Procedeul de obtinere a compozitiei peliculei polimerice B pe bazd de matrice polimerica
alcool polivinilic, apa distilata si cu continut de microparticule metalice (cupru si aluminiu)
conform revendiciirii 1, constd in aceea cd compozitia peliculei B este obtinutd prin
amestecarea cu ajutorul unui agitator mecanic timp de 5...10 minute a urmétoarelor
componente: solutie de PVA pe bazi de apa distilatd, microparticule de Cu si Al. Dupa
depunerea pe suprafata textild A prin raclare sau peliculizare, pelicula B reticuleaza la 105-
120° C dupa 10...15 minute.

4. Procedeul de obtinere a compozitiei peliculei polimerice C pe bazd de matrice polimeric
alcool polivinilic, apd distilata, etanol §i cu continut de microparticule de grafit §i cupru
conform revendiciirii 2, constd in aceea cd compozitia peliculei C este obtinutid prin
amestecarea cu ajutorul unui agitator mecanic timp de S5...10 minute a urmaétoarelor
componente: solutie de PVA pe bazd de apa distilata, etanol, microparticule de Cu si grafit.
Dupé depunerea pe suprafata textild A prin raclare sau peliculizare, pelicula C reticuleazi la
105-120° C dupd 10...15 minute.

5. Semiconductorii textili obtinuti prin depunerea peliculei polimerice B, avind compozitia
conform revendicirii 1 si fiind obtinuta prin procedeul conform revendicarii 3, sau prin
depunerea peliculei polimerice C, avand compozitia conform revendicirii 2 si fiind obtinuti
prin procedeul conform revendicirii 4, se caracterizeazi prin aceea ci sunt realizati prin
aplicarea peliculei B sau C pe suprafata tesdturii A, prin procedeul raclarii sau peliculizarii,
urmat de reticulare controlata, utilizdnd un sistem de incalzire pe baza de rezistente electrice,
la temperatura de 105...120° C, timp de 10...15 minute, ulterior pregitirii, constdnd in
fierbere-albire, clatiri succesive. Procedeele de realizare conduc la obtinerea unor suprafete cu
proprietdti conductive avand rezistente electrice de suprafaid specifice materialelor

semiconductive (10°...107 ), fiind destinate realizarii electrozilor textile si aplicatiilor in

domeniul electronicii §i electrotehnicii. @;;‘-\0\
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a. Suport textil A realizat prin
fesere pe masini de tesut

conventionale

b.Semiconductor realizat prin
depunerea peliculei B pe baza
de matrice PVA si
microparticule de Cu si Al

¢. Semiconductor realizat prin
depunerea peliculei C pe baza
de matrice PVA si

microparticule de Cu si grafit

Figura 1. Suport textil A (a.), semiconductori obtinuti prin depunerea pe suprafata tesaturii A a

peliculei B, pe baza de matrice polimericd PV A si microparticule de Cu, Al (b.) sau a peliculei

C, pe baza de matrice polimerica PV A si microparticule de Cu si grafit (c.).
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